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•  プラズマ CVM: 局所プラズマの数値制御走査により、任意形
状をナノメータの精度で創成できる超精密加工法。

•  プラズマ援用研磨 : プラズマを照射して表面を改質し、ワイド
ギャップ半導体や機能性セラミックス材料を高能率かつダメー
ジフリーに研磨可能。特にダイヤモンド基板に関しては、あら
ゆる面方位に対してサブナノメータオーダの表面粗さを実現。

• スラリーレス電気化学機械研磨 : 導電性材料の表面を陽極酸
化し、軟質固定砥粒を用いてダメージフリーに除去するスラ
リーを用いない低環境負荷の研磨法を開発。単結晶 SiC に
対して 10 μ m/h 以上の研磨レートを達成。

プラズマCVM: 非接触な化学的
エッチングによりナノ精度の形状を
ダメージフリーに創成

GaNウエハ

プラズマ援用研磨: プラズマ改質と
軟質固定砥粒研磨により高能率ダ
メージフリー研磨を実現

大気圧
プラズマ
ジェット

半導体デバイス分野、光学素子製造分野、金型加工分野

プラズマと電気化学プロセスを用いた難加工材料の
超精密加工
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＃ワイドギャップ半導体 ＃プラズマ ＃ ECMP ＃ダメージフリー加工 ＃超精密加工

応用分野
Develop

研究
内容

論文・解説など

連絡先HP

[1] H. Watanabe, Plenary Talk at ISWGPDs 2022 (F-P1).
[2] T. Kimoto and H. Watanabe, Applied Physics 

Express 13, 120101 (2020).
[3] H. Watanabe et al., Invited Talk at SSDM 2020 (K-4-

01).

半導体表面界面の原子構造や反応を理解し、これらを制御す
る事で、先進的なデバイスの実現を目指します。金属 - 酸化
物 - 半導体の積層構造からなる MOS 型デバイスでは、界面
物性がデバイスの性能や信頼性を決定します。省エネ社会の
構築に向けて、炭化ケイ素や窒化ガリウム MOS 界面の制御
を中心に、産学連携を通じて先進パワーデバイスの研究開発
に取り組んでいます。一方、情報通信分野においても、既存
の集積回路の限界を超える光電子融合デバイスの実現が期待
されており、その基盤技術となる新規ゲルマニウム混晶半導
体材料の創成とデバイス応用を進めています。
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電気自動車、情報通信、スマートデバイス開発

表面界面科学を基軸とした
次世代半導体デバイスの創成
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＃パワーエレクトロニクス ＃ワイドバンドギャップ半導体 ＃光電子融合デバイス ＃表面界面反応制御
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